
GRIN-SCH構造を用いた AlGaN系 UV-Bレーザダイオード 

AlGaN-based UV-B laser diode using GRIN-SCH structure 
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 紫外レーザは医療・バイオ分野などへの応用が可能であり実現が期待されている。本グループではUV-

B領域の電流注入レーザの実現を報告した[1]。この実現には、大電流密度動作(数十kA/cm2)及び光共振器

形成 [1]、低転位密度Al0.6Ga0.4N下地層[2]が大きく貢献している。しかしながらレーザ発振に必要な閾値

電流密度は41 kA/cm2でありこの低減が課題である。本研究では、GRIN-SCH構造を適用し光閉じ込め係

数Γを向上させ低閾値化を目指した。SiLENSe 5.14を用いて計算したところ、構造を最適化することによ

って光閉じ込め係数Γの向上が可能であることを確認した。次に、転位密度が2.0×109 cm-2と比較的高転位

なAlGaN下地層を用いて光励起レーザ構造を試作し組成傾斜度と閾

値励起パワー密度を調査した。結果として、図1に示すように組成傾

斜度が高くなるにつれ閾値励起パワー密度が低減することが分かっ

た。この結果は、光閉じ込め係数Γの向上により閾値励起パワー密度

の低減が可能であることを示唆している。さらにGRIN-SCH構造に

て最も低閾値であった組成傾斜度(55→45%)を用いてSQW(井戸層

の厚さ:9nm)の検討で、さらなる閾値励起パワー密度の低減に寄与す

ることを確認した。また図2のように電流注入による2QWのGRIN-

SCH構造においても室温パルスレーザ発振を確認した。シミュレー

ション結果や電流注入における詳細な結果については当日報告す

る。 
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図 1 L-L curve of GRIN-SCH  

at optical pump laser diode 

図 2 Current injection spectrum  

from UV-B LD with GRIN-SCH 
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